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Abstract: In cristale CdGa,S, a fost determinati dependenta spectrald a An = N, - Ne in parte lungimilor de
unda scurte si lungi, fata de lungimea de unda izotropica Ay = 485.7 nm (300 K.). A fost stabilit, in cazul
cdnd 2> Ay An este pozitiv §i cdnd la 2 <Aq este An negativ. Lungimea de unda Ay = 485.7 nm se deplaseaz in
directia lungimilor de unda scurte cu scaderea temperaturii.

Cuvinte cheie: Compusii semiconductori, CdGa,S,, birefractia, lungimea de unda izotropica, An.

1. Introducere

Cristalele tiogalatului de cadmiu CdGa2S4 se refera la o clasa larga de compusi ternari calcogeni
ATIB2ITIS4VI. Proprietatile optice ale compusilor din acest grup sunt studiate in principal pe cristale
CdGa2s4 , CdGa2Se4 si PbGa2S4 [1-7]. Proprietdtile birefringent a tiogalatilor de cadmiu sunt studiate in
[8,9 ]. Cristalele din acest grup sunt utilizate in diverse dispozitive de optica neliniara si filtre optice.

2. Detaliile experemntului

Cristalele tiogalatului de cadmiu CdGa2S4 sunt crescute dupa metoda lui Bridgman de dimensiuni
1x3cm. Cristalele obtinute prin metoda transportarii cu gaze, sunt sub forma placilor cu suprafete oglinda de
dimensiuni 2.5x10 mm si o grosime de 3-4 mm. Suprafata unor placi au fost paraleld cu axa C. Spectrele la
temperaturi joase a cristalilor, sunt plasate intr-un criostat cu heliu LTS - 22 C 330 optical cryogenic system,
si masurate cu spectrometru - MDR 2. Spectrele de reflectie in domeniul 2 - 6eV la temperatura camerei,
masurata de spectrometrul SPECORD - M40 si JASCO - 670 . Sisteme optice sunt complet automatizate si
si furnizeze date sub forma de fisiere de date .

3. Rezultate experementale

O trasatura caracteristica a tiogalatului de cadmiu (CdGa2S4) este dispersia a indicilor de refractie
n0 si ne la margina de absorbtie, care este legata cu particularitatile structurii a benzilor energetice. Regulile
de selectie determina natura tranzitiei electronice (permise, interzise), acestor tranzitii. De regulile de selectie
depinde valoarea absorbtiei si constantei dielectrice in polarizari corespunzatoare, si , prin urmare, semnul de
birefractiei. Acestea particularitati conduc la cresterea rapida a unuia dintre indicii de refractie la apropierea
de marginea de absorbtie fundamentald. Aceasta determind anizotropia marginii de absorbtie intrebenzi a
cristalului in polariziri respective. In cristale tiogalatului de cadmiu sa observat intersectia curbelor de
dispersie (punctul izotrop - PI ), din partea lungimilor de unda lungi a marginii de absorbtie. Studiul
experimental al dependentei spectrale a coeficientilor de absorbtie a luminii in diferite polarizari (E||C si
E_l c ) care se propaga prin cristalul tiogalatului de cadmiu CdGa2S4, arata ca in apropierea PI o || ,sia L
(o - coeficient de absorbtie ) sunt similare dupa valoare. in polarizarea E_| C se observa o particularitate sub
forma unii liniei de absorbtie, iar in polarizarea E||C sub forma unii benzi [ 8 ]. Cercetand dispersia
birefractiei in cristale CdGa2S4 prin metoda interferentei a razelor polarizate in lucrarile [ 8,9 ], sa constatat
ci lungimea de undi izotropd A0 = 4,909 A . La trecerea prin lungimea de undi A0 = 4909 A se modifici
semnul birefractiei, de exemplu , de la optic pozitiv in domeniul spectrelor A < A0 cristalul devine optic
negativ in domeniul A > A0

In domeniul de transparentd a cristalului absorbtia este mica si este determinat de mai multe
mecanisme - activitate optica naturald sau prin benzi locale polarizate de absorbtie a impuritatilor, defectelor
si alte. Existenta in cristal a doua tipuri unde, ordinare si extraordinare, pentru care existd doi indici de
refractie n0 si ne determinate de tensorul constantei dielectrice a cristalului e(w, K), care depinde de frecventa
o, si de vectorul de unda K. Dispersia spatiald, adica dependenta constantei dielectrice de vectorul de unda K
determind aparitia elementelor non-diagonale ezz tensorului constantei dielectrice. Astfel, in multe cristale
anizotrope in zona marginii de absorbtie indicele de refractie n0 > ne , iar in zona de transparenta n0 < ne.
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Fig.1 O interventie trecere spectre cristale CdGa2S4 plasat intre polarizatoare trecut la 300 K,
dependenta de temperaturda a B-AO (rezultatele acestei munci - o si rezultatele [8,9] - B) si dependenta
spectrald a An = nu - ne calculata de la marginea Al la A11 si B1-B17, grosime cristal d = 4,8 mm.

In spectrele de transparentd in cristale CdGa2S4 cu polarizatori perpendiculari atunci cand axa
cristalului este paraleld cu directia de polarizare a unuia dintre polarizatori, este caracterizata prin banda de
latime ingusta, localizatd la lungimea de unda A0 = 485,7 nm ( Fig. 1 , A) . In cazul cand polarizatori sunt
paraleli se observa o linie de absorbtie ingusta in aceeasi regiune spectrala. in spectrele de transparentd a
cristalelor CdGa2S4 plasati intre polarizatori perpendiculari in razele convergente la 300K interferenta arata
ca, (Fig. 2A ). Alegerea grosimii cristalelor permite reducerea maximelor laterale si de a evidentia in
principal maximul, la lungimea de undi A0. in (Fig. 2B) este prezentatd dependenta de temperaturd a AQ
lungimii de unda izotrope pentru cristalele studiate in aceastd lucrare  (curba - a ) si dependenta de
temperaturd a AQ ( curba - B ), in functie de rezultatele din lucrarile[ 8,9 ]. In [ 8,9 ] lungimi de unda izotrope
a cristalelor CdGa2S4 sunt observate la o lungime de unda de 490,9 nm. in aceeasi lucrare sa remarcat ci
pozitia spectrald a AO si capacitatea de rotatie in CdGa2S4 depinde de tehnologia de producere a cristalelor,
de temperatura, presiune si alti factori externi.
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